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薄膜电⼦学


⾼速。灵活。简单。

产品技术指南
2022年更新



2022年⼗⼀⽉


我们的客户和合作伙伴：


Amorphyx 是材料科学与电⼦交叉领域的创新者。  本公司于⼆零⼀⼆年成⽴，以利⽤⾮晶态⾦属之利
益，定义新⼀代薄膜电⼦装置及电路性能、成本及可制造性。


薄膜半导体的基本材料特性并不⽀持柔性集成电路的未来 — 快速。灵活。简单。 在学术界和显示⼯业
界关注通过⽇益复杂的⾦属氧化物半导体材料来提⾼薄膜晶体管性能的同时，Amorphyx 选择了重新审
视器件物理的道路。 10年后，我们已经将⼀系列技术商业化，这些技术定义了未来显示器薄膜电⼦产
品和物联⽹的发展道路。


对使⽤标准薄膜沉积技术和设备的基于⾦属氧化物的薄膜晶体管的重新思考，以纳⼊使⽤⾼栅极电场
强度最⼤化⾦属氧化物TFT性能的新理解。


• ⾮晶⾦属 IGZO TFT 取代了⾼端 AMOLED 和微型 LED 显示器中的 LTPS TFT。 IGZO AMeTFT 的场效应迁
移率>70cm2/V-s，符合⼯业标准应⼒性能，在降低的操作电压下，IGZO AMeTFT能够实现0.1-240Hz的可
变图像刷新率，⽽现有TFT制造线没有显着变化。


• 研究和开发第⼀个商业上可⾏的量⼦隧穿薄膜电⼦器件，实现速度、灵活性和制造简单的集成，使
⽤相同的材料组 — ⾮晶态⾦属和⾼k介电氧化物 — ⽤于IGZO AMeTFT的栅极结构。⾮晶态⾦属⾮线性
电阻器(AMNR)和⾮晶态⾦属热电⼦晶体管(AMHET)定义了在柔性材料上实现太赫兹速度可切换、⾼刷
新、⾼颜⾊、⾼迁移率的显示路径。


• AMNR、IGZO AMeTFT、IGZO AMeTFT 2T1C和“211”AMNR+AMeTFT数据是实际设备数据，不是模拟结果。 
Amorphyx已收集了超过400个开发晶⽚批次的⼤量性能数据 — 这些数据可供客户⽤于⽀持技术转让和
显示开发。


Amorphyx正将AMNR和IGZO AMeTFT技术⽤作LCD、AMOLED和微型LED应⽤的标准电路单元，包括利⽤
AMNR⾮常快速的开关速度进⾏AMOLED和微型LED像素的脉宽调制控制，以进⼀步改善图像质量和移动
设备功耗。


有关Amorphyx 的更多信息，请访问我们的⽹站 www.amorphyx.com。 我们渴望在拓展现有业务的同时，
创造新的业务关系，为新⼀代消费、商业、⼯业和医疗电⼦奠定基础。


⾮常感谢，


John Brewer	 	 	 	 	 	 	 	 

CEO and President	 	 	 	 	 	 	  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2022年的进展

IGZO AMeTFT器件物理理论模型通过
Amorphyx的专有开发数据库将薄膜特
性与器件电性能参数联系起来

基于分析的薄膜/加⼯参数与器件
电性能之间的仿真连接

开发平台包括2T1C和211 3x3像
素阵列与微型LED发光器件。 
供客户根据抽样协议进⾏评
估。

0.1-120Hz可变图像刷新
率，可从智能⼿机到电
视机均可扩展

OLED/微型LED概念证明
像素电路

IGZO TFT器件物理的新理论定义了IGZO 
AMeTFT的性能机制


Read details in September 2022 issue of  
“Information Display”:  https://
sid.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/msid.1342

基于IGZO的TFT器件           
µFE > 70和< 1V V(TH)偏置应
⼒偏移，⼯作在典型的OLED/
microLED像素中

µFE > 70 with 20V/80°C/7200sec 
PBTIS = 0.7V

µFE > 40 with 30V/80°C/7200sec 
PBTIS = 0.8V

⾮晶态栅极⾦属和⾼k介电氧化物栅
极绝缘体的使⽤结合了最⼤化⾦属
氧化物性能所需的⾼电场强度和低
于0.1Hz图像刷新率所需的极低泄漏
电流。

mailto:info@amorphyx.com
http://www.amorphyx.com
https://sid.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/msid.1342
https://sid.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/msid.1342
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顯示業在過去⼗年中最⼤的挑戰在於提升半導體薄膜電晶體的效能，以滿⾜消費者對較⾼品質影像的
需求，並以合理的價格與耗電點。


業界的反應是強調改進半導體材料。 Amorphyx對此挑戰的回應是獨⼀無
⼆的：不要把注意⼒放在半導體材料上。 相反，我們重新思考薄膜電晶
體本身。


Amorphyx選擇將TFT作為⼀個系統來關注，⽽不是關注⾦屬氧化物材料。 
關鍵學習點：⾼柵極電場強度在⾦屬氧化物TFT遷移率的指數改善⽅⾯的
好處。


Amorphyx的技術建⽴在超光滑⾮晶⾦屬為薄膜電⼦器件帶來的好處之
上。


• 與典型TFT⼯作電場強度相⽐數量級的增加利⽤標準薄膜沈積技術
和裝置訪問⾦屬氧化物TFT場效應遷移率的指數增加。 同樣的電場
強度，使得最快、最簡單的薄膜電⼦器件 — 量⼦隧道開關和電晶
體成為可能。


• 較薄、⾼k電介質TFT⾮晶柵極絕緣體在滿⾜現有LTPS和IGZO TFT應
⼒效能的同時，降低了矽和⾦屬氧化物TFT的遷移率和閾值電壓變
化限制。 ⾮晶態⾦屬和⾼k介電氧化物的相同組合⽀援⾼可靠性的
量⼦隧穿電⼦學。


⾮晶態⾦屬是未來薄膜電⼦器件效能的基礎，因為它們在VLSI FinFET 
CMOS技術中傳遞了摩爾定律。 通過增加柵電容中儲存的能量來獲得
LTPS級場效應遷移率，同時保持LTPS級⼯作偏壓的穩定性，⾮晶態⾦屬
基器件定義了⼀種新型的薄膜積體電路：


⾼速。灵活。简单。 


⾮晶態⾦屬為薄膜電⼦學的未來架起了橋樑，因為量⼦隧穿器件的速度
和製造上的簡單性將驅動⼀個超越半導體的轉折點 — 使柔性⾼效能顯示
器和積體電路的未來成為可能。

未來是平滑的

對VLSI	CMOS	FinFET結構的研究驗證了⾮晶態柵⾦屬
在遷移率和閾值電壓變化⽅⾯的優勢

(Source:	“FinFET	with	the	World's	Smallest	
Characteristics	Variability”

https://www.aist.go.jp/aist_e/list/latest_research/
2013/20130326/20130326.html)

Ultra-Amorphous Metal Crystalline Metal

https://www.aist.go.jp/aist_e/list/latest_research/2013/20130326/20130326.html
https://www.aist.go.jp/aist_e/list/latest_research/2013/20130326/20130326.html
mailto:info@amorphyx.com
http://www.amorphyx.com
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Amorphyx開創性的薄膜電⼦器件系列
基於在VLSI CMOS中已經提出「摩爾
定律」的相同原理 — 通過增加柵極
電場強度增加電晶體遷移率。


提⾼電場強度需要使⽤能夠維持⾼能
量⽔準和最⼤化整個絕緣體區域電場
強度的均勻性的絕緣體。


⾮晶態⾦屬電極在⾼場強器件的製備
中起著⾄關重要的作⽤。 它們的超光
滑表⾯確保絕緣體的整個區域上的絕
緣體厚度(d)恆定。 這確保了絕緣體上
的應⼒均勻性，使絕緣體擊穿場強度
最⼤化並使洩漏電流最⼩化。

The Future is Smooth

量⼦隧穿需要的電場能量⼤於絕
緣體材料提供的能壘。


這意味著⾼電場強度 — 使得絕緣
材料的選擇，電極⾦屬平整度⾄
關重要

使⽤⾼電場強度除了需要⽤於最⼩化器件尺⼨和低洩漏電流的⾼介
電常數之外，還需要為⾼擊穿電壓⽽最佳化的絕緣體。 Amorphyx選
擇氧化鋁作為它的薄膜電⼦器件，並選擇鈦鋁化物作為⾮晶⾦屬，
因為它與氧化鋁的介⾯相容性。

G.	C.	Jegert,”Modeling	of	Leakage	Currents	in	
High-κ	Dielectrics”,	thesis	dissertation	at	
Technical	University	of	Munich,	Dec.	2011.

J.	Robertson,	“High	dielectric	constant	
oxides,”	The	European	Physical	Journal	
Applied	Physics,	vol.	28,	no.	3,	pp.	265–
291,	Dec.	2004.

IGZO AMeTFT利⽤載流⼦密度相對於表
⾯電勢指數增加的區域，以利⽤⾼柵
極電場強度提供IGZO⼯作偏壓應⼒效
能的LTPS遷移率。

Lee	and	Nathan,	“Conduction	Threshold	in	
Accumulation-Mode	InGaZnO	Thin	Film	Transistors”,	
Nature	Scientific	Reports,	6-22567,	Electrical	
Engineering	Division,	Department	of	Engineering,	
University	of	Cambridge,	2	March	2016.

通過使⽤無定形⾦屬提⾼絕緣體介電常數(𝜺)和
降低絕緣體厚度(d)，導致儲存在器件中的能量
增加數量級。 利⽤柵極電場，該能量被轉移到
半導體。

地基

d

A

mailto:info@amorphyx.com
http://www.amorphyx.com
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新⼀代薄膜電⼦器件

Amorphyx使⽤⼀種單⼀材料棧 — ⾮晶態TiAl⾦屬和氧化鋁 — 作為其⾼效能⾼電場強度薄膜電⼦器件的基
礎。


單柵AMeTFT使⽤這些材料將IGZO激勵到其指數區域。 將Al2O3⾼介電常數與相對較薄的50-75nm柵極絕緣
體相結合，導致柵極電場強度⽐顯示⼯業傳統的單柵IGZO TFT結構增加⼀個數量級。 ⾮晶態⾦屬柵極的
超光滑表⾯使得柵極絕緣體更薄，⽽不會損害絕緣體的擊穿電壓效能。


AMNR使⽤這些材料來獲得適⽤於流動裝置的「接通」電壓。 10-20nm範圍內的絕緣體厚度確保⾜夠的電
場強度以⽀援Fowler-Nordheim場發射，同時⾮晶態⾦屬的超光滑表⾯確保隧穿區域電流密度均勻 — 這對於
⾼可靠性和穩定性效能⾄關重要。


AMHET⽬前正處於研究階段。 它整合了成熟的AMNR器件技術於⼀個基於場發射的Fowler-Nordheim隧道電
晶體。 AMHET的場致發射機制確保它成為世界上最快的電晶體 — 以簡單的結構和靈活的材料棧疊。 快
速、靈活、簡單 — 是未來積體電路的理想裝置。

⾮晶態⾦屬⾮線性電阻器

量⼦隧穿 — 不含半導體

⾮晶態⾦屬隧穿電晶體

世界上最快的電晶體

⾮晶⾦屬薄膜電晶體

「擴展摩爾定律」

mailto:info@amorphyx.com
http://www.amorphyx.com
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Amorphous Metal TFT:  

LTPS Mobility, Silicon Simplicity

新型柵極材料集對⾮晶矽和⾦屬氧化物薄膜電晶體的摩爾定律改進


主要優點


增加影像解析度、重新整理速率


改善可製造性


• 利⽤⾮晶態⾦屬柵極、⾼k介電柵極絕緣體的優點


提⾼柵極電場能增加IGZO中有效載流⼦密度向I(DS)⾃由電⼦密度的轉化


• ⾼k介質柵絕緣體使由於與半導體相互作⽤的洩漏電流最⼩化


⽀援0.1⾄240Hz的可變影像重新整理速率


• ⾮晶⾦屬柵極


超平滑柵極⾦屬使柵極絕緣體更薄=增加遷移率，減少顯示器的VTH變化


• ⽀援現有的TFT底柵和頂柵結構


• LTPS TFT的掩模計數⼩於50% — 與⽬前的⾦屬氧化物棧疊類似

⾼k電介質
• Al2O3   50-100nm

• Room Temperature 

Reactive Sputter

• 平滑介⾯增加了有效半導體溝道厚度，
從⽽增加了遷移率


• 超光滑柵極⾦屬表⾯確保超光滑柵極絕
緣體 — 半導體介⾯ — 改善遷移率和操
作應⼒效能

• 使柵極絕緣體更薄，提升⾏動能⼒

• 減少與矽基柵極絕緣體有關的洩漏
電流和 V(TH) 變化

⾮晶⾦屬柵極

• TiAl3  50-75nm

• Room Temperature Sputter 

• <5Å RMS surface roughness  

• Wet or dry etch 

G

S

D

⾼k電介質

• Al2O3   10-50nm

• Room Temperature 

Reactive Sputter  

⾮晶⾦屬TFT:

LTPS效能、a-Silicon簡單

mailto:info@amorphyx.com
http://www.amorphyx.com
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⾮晶態⾦屬柵極的超光滑表⾯使標準TFT結構中的薄柵極
絕緣體成為可能。 儲存於柵極電容中的結果增加的能量
通過柵極電場平移，以實現厚度⼤於50nm的⾦氧半導體
的體積累。


這增⼤了給定通道尺⼨集的 I(DS，sat) — 在⽐傳統⾦屬氧
化物TFT低 V(GS) 的情況下這樣做 — 同時顯著增加了跨導
和遷移率。


⾼k介電氧化物柵極絕緣體導致薄絕緣體的⾼擊穿電壓，
使得柵極電場強度⽐傳統⾦屬氧化物TFT⼤⼀個數量級，
同時顯著降低漏電流。


薄的柵絕緣體導致遷移率的增加，⽽平衡柵絕緣體、⾦
氧半導體和蝕刻停⽌層的氧含量避免損害PBTIS、
NBTIS、SS效能。

G

S

D

BGTC	ESL

IGZO	AMeTFT

W/L	=	9/9µm


80°C

I(
D

S
) 

(A
)

隨著柵絕緣體厚度的減⼩，柵電場強度從與gm
的線性關係逐漸增⼤到指數關係。 因此，跨導
⽐柵電容增加得更快，導致場效應遷移率增
加，柵絕緣體更薄 — > 70cm2/V-s -，⽽ PBTIS ⼩
於1V 20V。

隨著IGZO厚度的增加，µFE 的gm和 I(DS，sat)逐漸增加，表明體棧
積厚度⼤於 40nm，這預示著隨著IGZO厚度的增加，µFE 的含量進
⼀步增加。

Vgs (V)

IGZO AMeTFT效能：

⾼遷移率與優異的穩定性

mailto:info@amorphyx.com
http://www.amorphyx.com
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G

S

D

IGZO AMeTFT Performance:

High Mobility with Excellent Stability
IGZO AMeTFT效能：

⾼遷移率與優異的穩定性

⾮晶態⾦屬頂柵

⾮晶⾦屬光滑表⾯減少了光擴散，
增加了畫素光輸出


US202263311783P

mailto:info@amorphyx.com
http://www.amorphyx.com
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隧道電⼦：

無與倫⽐的速度，兼具簡易性

⾼速

電⼦沿著半導體中的晶界傳導
（棕⾊箭頭）。但隧穿電⼦沿
著⼀條直線穿過材料（綠⾊箭
頭）。這就是為什麼隧穿電⼦
器件可以轉換的速度遠遠超過
任何基於半導體的器件。

灵活

⾮晶態⾦屬獨特地結合了兩種
材料的特性：它們⽐鋼更強同
時具有聚合物的彈性。 這種
結合使得量⼦隧穿電⼦器件成
為柔性顯示器的理想選擇。

Amorphous	metal	
lower	electrode

Interconnect	
metal	upper	
electrode	(ITO,	Al,	
Cu,	Mo)

简单

⼀對AMNR取代畫素電路中的
TFT。


在TFT（第⼀影象中的⾃上⽽下檢
視）中，柵極 — 半導體 — 漏極/
源極⾦屬的垂直對準的臨界尺⼨
⼩於1µm。 在AMNR中（從上到下
的第⼆影像），臨界垂直對準是
上電極在下電極之上 — 隧道結。 
該尺⼨通常>5微⽶。

⾮晶半導體遷移率限制了薄膜電晶體的效能，同時驅動了越來越複
雜的 TFT 製造 — 與通向⾼效能柔性積體電路的道路相⽭盾。 我們的
⽬標：通過消除柔性積體電路最⼤的障礙 — 薄膜電晶體對半導體材
料的依賴 — 來定義柔性積體電路的未來。

第⼀個商業上可⾏的Fowler-Nordheim量⼦隧穿器件

• 克服半導體在移動⽅⾯的限制，

• 取消強調垂直對⿑公差，以及

• 重新定義切換速度

以低速率與⾼速率最⼤化可變影像更新速率效能，進⽽提升遊戲般的影像品
質，並⼤幅改善⾏動裝置的電池壽命。

全部以完全無定形的材料棧疊⽽成，是柔性襯底的理想材料。

我們於2018年展示業界⾸款量⼦隧道背板（AMNR-IPS LCD 85ppi 5英吋60Hz），
該背板是與全球最⼤的顯示器製造商合作⽣產的 — 這證明了Amorphyx及其技術
利⽤現有顯示器製造基礎架構的能⼒。 AMR-IPS LCD⽀援低於0.1Hz的影像更新
速率，且視液晶所能⽀援的速度⽽定。

Tunneling	junction
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AMNR是共⽤⾮晶⾦屬基底的2端隧道⼆極體對。 這種物理結構保證了
0V/0A左右的I-V對稱性，這是其作為雙向開關的⾼速⾼可靠性效能的關
鍵。


⾮晶⾦屬下電極使得在LCD和OLED⾏選擇線典型的電壓下實現Fowler-
Nordheim 隧穿所需的相對薄的絕緣體。 它還可以確保隧道結上均勻的
電流密度分佈 — 對於AMNR⽀援超過50,000⼩時的顯示應⽤⾄關重要。
AMNR的電流傳導極限由兩個隧道結的尺⼨來定義，這兩個隧道結的
⾯積是相同的。 具有隧穿結⾯積的電流傳導刻度。


AMNR的Fowler-Nordheim 隧穿操作的⼀個獨特特徵是開關速度與⼯作電
壓無關。 這重新定義了「轉換速率」的概念，即電流在⼀段時間內隨
著電壓的變化⽽變化，使AMNR能夠以THz速率轉換，這在薄膜電⼦學
中是前所未有的。


AMNR-IPS LCD顯示器與顯示器業界最⼤的製造商合作製造，顯示可將
畫素亮度維持在8位元解析度> 5分鐘，同時關閉顯示器電源。 AMNR-
IPS驗證了福勒諾德海姆隧道器件的最⼩漏電流理論。

High-k Dielectric 
Gate Insulator

Upper Electrodes

(ITO, Cu, Al, Mo)

1

2

1

2

Amorphous Metal 
Lower Electrode

AMNR  表現：

速度。簡單。穩定性。

AMNR 7200sec在25°C和80°C的控制電壓範圍
內應⼒效能，並⽤7000尼特的⽩光照射。
結果表明，Fowler-Nordheim對溫度或光敏感
性相對較低。

AMNR的I-V曲線與Fowler-Nordheim傳導⽅
程的相關性為0.9999。
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Small-area DisplaysSmall-to-Large Area Displays技術藍圖

⾼效能薄膜器件的優點之⼀就是能夠簡化電路結構⽽不損害電路效
能。


IGZO AMeTFT的⾼遷移率和⼯作穩定性為⼤幅簡化LTPO畫素電路開
闢了⼀條途徑，LTPO畫素電路是⾼端AMOLED和µLED中⼩⾯積顯示
器的⾸選背板。IGZO AMeTFT的漏電流與所有IGZO TFT⼀樣，⽐LTPS 
TFT的漏電流低幾個數量級。


相對較⾼的LTPS TFT漏電流需要畫素內取樣保持電路的增加複雜性
來保持整個亮度範圍。 IGZO AMeTFT以傳統的IGZO TFT在維持IGZO
電平穩定性的同時無法提供的LTPS電平遷移率來取代LTPS TFT。 
IGZO AMeTFT獨特地使傳統的2 TFT/1電容畫素電路能夠滿⾜⾼階
AMOLED和µLED顯示器的要求 — 包括0.1-240Hz的可變影象刷新率。


Amorphyx的中⼩區域顯示藍圖整合了更優異的穩定性效能，以取代
IGZO AMeTFT作為列選擇切換器。 2 AMNR/1 TFT/1電容「211」畫素電
路實現了更寬的可變影象刷新範圍。

蘋果公司的專利低溫多晶矽氧化物
AMOLED/µLED畫素電路是6 TFT/1電容器結
構。 通過光發射器實現LTPS TFT驅動電流
周圍的1位取樣保持電路，以補償LTPS TFT
效能隨時間的下降。IGZO（「氧化物」）
TFT執⾏畫素列啟⽤功能。

標準「2T1C」OLED/µLED
畫素電路 — IGZO + LTPS
「LTPO」的簡化版本
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與LTPO相⽐，影像品質、成本、可製造性均有所改善

主要優點

增加影像解析度、重新整理速率

改善可製造性

簡化顯示器製造


• 結合了AMNR⾮常⾼的切換速度和AMeTFT的摩爾定律改進

更⾼的重新整理速率

更⾼的解析度

與LTPO相⽐，掩碼計數減少50%


• 適⽤於軟硬顯示器的材料系統


• 陣列閘道


• AMNR、AMeTFT的漏電效能同級最佳，可提供0.1-120Hz的影像
更新率

Small-area Displays「2T1C」IGZO AMeTFT:

⼩⾄⼤區域顯示器

I(DS)@ V(DS)|7V，V(data)|2V = 40µA

8位元I(DS)解析度 — LSB = 0.47微安培

V(data)探針斷開後，I(DS)17次衰變0.47µA

秒 —

108x9µm
9x9µm

OLED/
µLED

0.06Hz影像重新整理速率
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AMeTFT

AMNR	1

AMNR	2

V(s1)

V(s2)

V(
da
ta
)

V(SS)

V(DD)

OLED

or


µLED

與LTPO相⽐，影像品質、成本、可製造性均有
所改善


主要優點

增加影像解析度、重新整理速率

改善可製造性

簡化彈性顯示器製造


• 結合了AMNR⾮常⾼的切換速度和AMeTFT的
摩爾定律改進


更⾼的重新整理速率

更⾼的解析度

與LTPO相⽐，遮蔽計數減少>50%


• 適⽤於軟硬顯示器的材料系統

• AMNR最好的洩漏效能，AMeTFT


• GOA

7x25µm

108x9µm
7x25µm

(sec)

OLED/
µLED

「211」：IGZO AMeTFT + AMNR

中⼩區域顯示器

啟⽤0.01⾄240Hz的影像重新整理速率
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⾮晶⾦屬柵極

• TiAl3  250-500Å

• Room Temperature Sputter  

• Wet or dry etch  

⾼k電介質

• Al2O3   100-250Å

• Room Temperature Sputter  

• <5Å RMS surface 

roughness  
• 使柵極絕緣體更薄，提升
⾏動能⼒

• 減少與矽基柵極絕緣
體有關的洩漏電流和
VTH變化

Lower 
Electrode

上電極可以是ITO，Cu，
Al，Mo — 下電極的⼯作
函式可以設計成福勒 — 
諾德海姆量⼦隧道

Upper Electrodes

1

2

AMNR-IPS:

遊戲顯示器

85ppi AMNR-
IPS subpixel

100 x 300 
µm

AMNR 1

AMNR 2

無半導體的量⼦隧穿電⼦可將影像更新率提升
⾄240Hz以上，簡化液晶⾯板的製造


主要優點

增加影像解析度、重新整理速率

改善可製造性


• 無半導體

減少顯示器背板的效能差異，改善影像
品質均勻性


對光、溫度有最⼩的效能敏感性 — 顯示
器壽命期間影像品質下降最⼩


• 簡單的物理結構消除了垂直對準光刻的挑戰

減少⽣產線的產出時間


• 無洩漏電流

⽀援可變的影像重新整理速率

不需要儲存電容器


• ⽀援VA和IPS結構


獲專利的AMNR-IPS畫素實作

1

2

Gate 
Insulator

AMNR-LCD subpixel circuit

• 2 AMNRs

• 2 Row Select lines

AMNR 1

AMNR 2

Vdata(j)
Vselect1 (i)

Vselect2 (i)

Vpixel

由京东⽅ G2.5研發中⼼合作設計製造的5英
吋85ppi AMNR-IPS液晶⾯板。 按⼀下影像以
檢視顯示的YouTube影⽚。

https://youtu.be/q63Ji4R-6zo
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Small-area DisplaysSmall-area Displays

45項獲批或正在起訴的專利


🇺🇸    🇨🇳     🇹🇼     🇰🇷     🇯🇵

智慧財產

可縮放的TCAD
裝置模型

多變數分析資料庫
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Small-area DisplaysSmall-area Intellectual 合作

Amorphyx薄膜裝置技術的基礎就
是能夠有效率地將它們轉移到
客⼾的製造⽣產線上。


我們透過專為讓客⼾能夠完全
存取我們的研發計畫結果⽽設
計的⼯具，建⽴此基礎：


• 線上訪問Amorphyx資料庫，將
薄膜引數與裝置電氣效能聯絡
起來；


• 線上存取Amorphyx專有的理論
模型，以理解薄膜引數與裝置
電氣效能之間的關係；以及


• ⽤於電路設計的SPICE相容器
件模型。


客⼾關係的第⼀階段 — 研究合
作 — 建⽴客⼾⽣產線上的
Amorphyx技術。 這使客⼾的技術
團隊能夠⽴即全⾯瞭解Amorphyx
技術，以⽀援客⼾的運營團
隊。


研究合作旨在將客⼾在Amorphyx
技術上的財務與時間投資⾵險
降⾄最低。 及時⽽成功的研究
協同合作，讓客⼾的技術團隊
能夠最佳⽀援營運⼯作。

請連絡CEO John Brewer jbrewer@amorphyx.com以取得更多關於合作機會的資訊
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